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10.VI.1978 – родилась в городе Баку в семе служащего и в 1995-ом 
году окончила среднюю школу №19 .Насиминского района горда 
Баку. Далее она окончила «дипломами с отличием» бакалавриата 
по специальности физической электроники и магистратуры по 
специальности твердотельной электроники физического факультета БГУ. Продолжая научную 
деятельность, окончила очную докторантуру физического факультета БГУ по специальности 
физика твердых тел, защитив диссертацию по теме «Особенности энергетической структуры 
поверхностно-барьерных переходов металл- кремний» получила ученое звание доктора 
философии по физике. Семейная, имеет двух сыновей. 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ. АКАДЕМИЧЕСКИЙ СТАТУС 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2007 – по наст. вр., преподаватель, фзический факультет, БГУ  

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физика реальных макро-, микро- и наноконтактов металл – полупроводник с дополнительным 
электрическим полем. Важные достижения: 

 Возникновение дополнительного электрического поля в действующей приконтактной 
области полупроводника в реальных  контактах металл – полупроводник (КМП) 
возникающего как вследствие неоднородности, так и вследствие ограниченности 
контактной поверхности со свободными поверхностями металла и полупроводника; 

 Действующие энергетические модели и механизмы токопрохождения выпрямляющих КМП 
и их размерный эффект; 

 Солнечные элементы на основе КМП с дополнительным электрическим полем. 
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